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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月26日(2012.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板に加速されたイオンを照射することにより、前記単結晶半導体基板中
に脆化領域を形成し、
　絶縁層を介して前記単結晶半導体基板とベース基板とを貼り合わせ、
　前記脆化領域において前記単結晶半導体基板を分離して、前記ベース基板上に前記絶縁
層を介して単結晶半導体層を形成し、
　脱酸素処理を施した後に還元性雰囲気または不活性雰囲気としたチャンバー内において
、前記単結晶半導体層の表面にレーザー光を照射して前記単結晶半導体層の少なくとも表
層部を溶融させることにより、前記単結晶半導体層を再単結晶化させ、
　前記単結晶半導体基板として、還元性雰囲気下において１０００℃以上１２５０℃以下
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で熱処理された単結晶シリコン基板を用いることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記脱酸素処理として、前記チャンバーにシランガスを用いた処理、または水素ガスを
用いた処理を施すことを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記チャンバーとして、二重チャンバーを用いることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方
法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　フッ素ラジカル処理後に、前記脱酸素処理を行うことを特徴とするＳＯＩ基板の作製方
法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記レーザー光を照射する前に、前記単結晶半導体層の表面に水素ガス雰囲気下でプラ
ズマ処理を行うことを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記チャンバーは、前記チャンバーの内壁の温度を制御することができるシュラウドで
覆われており、前記レーザー光の照射時に、前記シュラウドに冷却した流体を流すことを
特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記脱酸素処理として、モノシランを８ＳＬＭ以上１０ＳＬＭ以下のガス流量で５分以
上２０分以下の時間導入し続けることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記不活性雰囲気中の酸素濃度を１００ｐｐｔ未満とすることを特徴とするＳＯＩ基板
の作製方法。
【請求項９】
　請求項３において、
　前記二重チャンバーの内側チャンバーを前記還元性雰囲気または前記不活性雰囲気とし
、外側チャンバーを前記還元性雰囲気または前記不活性雰囲気とすることを特徴とするＳ
ＯＩ基板の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記レーザー光を照射した後の前記単結晶半導体層に含まれる酸素濃度を、前記レーザ
ー光を照射する前と同等または前記レーザー光を照射する前より低減することを特徴とす
るＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記レーザー光を照射した後の前記単結晶半導体層に含まれる酸素濃度を１×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とすることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記ベース基板として、ガラス基板を用いることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
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